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(57) Abstract: The invention relates to a storage medium for storing information/data, wherein the storage medium comprises a 
dielectric storage material, more particularly a disk-shaped storage material (1) on which a metal ion donor medium is arranged or 
can be applied on at least one side thereof. Metal ions can be transferred from the donor medium onto the storage medium (1) by 
exposing the storage medium to radiation, more particularly to laser radiation (6). The invention also relates to a storage medium for 
storing information/data, wherein the storage medium comprises a dielectric storage material, more particularly a disk-shaped storage 
material (1) having at least one local metal ion doping, wherein the metal ions can be converted into metal particles and/or metal 
particle agglomerations by means of radiation, more particularly laser radiation (6). The invention further relates to a method for 
storing and/or reading data with a storage medium, more particularly in accordance with one of the above-mentioned claims, whereby 
doping of the storage medium/material (1) with metal ions from a donor medium arranged on the storage medium/material (1) is 
carried out by radiating the storage medium/material with electromagnetic and/or particle radiation, more particularly laser radiation 
(6), or information in the storage material ( 1) is stored in a dielectric storage material (1) that is at least locally doped with metal ions 
through local metal particle formation from the metal ions by radiating the storage medium/material (1) with electromagnetic and/or 
particle radiation, more particularly laser radiation (6), and/or stored information is read by transmission and/or reflection scanning 
the storage material (1) with the above-mentioned radiation. 



^5 (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Speichermedium zur Speicherung von Informationen/Daten bei dem das Spei- 
chermedium ein dielektrisches, insbesondere scheibenformiges, Speichermaterial (1) umfasst auf dem wenigstens einseitig ein Spen- 

Odermedium fiir Metallionen angeordnet oder anbringbar ist, wobei dutch Bestrahlung des Speichermediums, insbesondere mit La- 
^..^^ serstrahlung (6), Metallionen vom Spendermedium in das Speichermaterial (1) Ubertragbar sind. Die Erfindung betrifft 
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weiteriiin ein Speichermedium zur Speicherang von Informationen/Daten, bei dem das Speichermedium ein dielektrisches, ins- 
besondere scheibenformiges, Speichermaterial (1) umfasst, welches eine zumindest lokale Metallionen-Dotierang aufweist, wobei 
durch Bestrahlung, insbesondere mit Laserstiahlung (6). die Metallionen in Metallpaitikel und/oder Metallpartikelansammlungen 
uberfuhrbar sind. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zum Speichem und/oder Lesen von Daten mit einem Speichermedium, 
insbesondere nach einem der vorherigen Anspriiche bei dem mittels Bestrahlung des SpeichermediumsZ-materials durch elektromag- 
netische und/oder TeilchenStrahlung, insbesondere mittels Laserstrahlung (6), eine Dotierung des SpeichermediumsZ-materials (1) 
durch Metallionen von einem auf dem SpeichermediumZ-material (1) angeordneten Spendermedium durchgefiihrt wird bzw. mit- 
tels Bestrahlung des Speichermediums/-materials (1) durch eleku-omagnetische und/oder Teilchen-Strahlung, insbesondere mittels 
Laserstrahlung (6), in einem zumindest lokal mit Metallionen dotierten dielektrischen Speichermaterial (1) durch lokale Metall- 
partikelbildung aus Metallionen eine Information im Speichermaterial (1) gespeichert wild und/oder eine gespeicherte Information 
durch Abtastung des Speichermaterials (1) mit der genannten Strahlung in Transmission und/oder Reflexion ausgelesen wird. 
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Speichermedium 

Die Erfindung betrlfft ein Speichermedium zur Spelclierung von 
Informationen/Daten sowie ein Verfaliren zum Speicliern und/oder Lesen von 
Daten in Verbindung mit einem solchen Speichermedium. 

Speichermedien zur Spelcherung von Informationen und Daten sind hinlangllch 
bekannt. Zur Archivierung groBerer Datenmengen wird in Computeranwendungen 
beispielsweise haufig auf einfach Oder mehrfach beschreibbare CDs Oder DVDs 
zuruckgegriffen, deren Grundprinzip darauf beruht, dass in eine auf einer 
Tragerscheibe angeordneten Farbstoffschicht mittels eines Laserstrahles durch 
Veranderung der Farbstoffmolekule eine Information eingeschrieben bzw. eine 
eingeschriebene Information ausgelesen wird. Neben der technisch begrenzten 
Spelcherkapazitat derartiger bekannter Speichermedien ist ein gravierender 
Nachteil die Tatsache, dass die Farbstoffzusammensetzung bei den bekannten 
Speichermedien nicht alterungsbestandig sind und insbesondere unter UV- 
Lichtbestrahlung, beispielsweise durch einfallendes Sonnenlicht zerfallen, so dass 
im Lauf der Zeit die gespelcherten Daten der Gefahr eines Verlustes unterliegen. 

Daruber hinaus werden als Tragermaterialien fiir CDs und DVDs haufig 
Kunststoffscheiben verwendet, die eine besondere Empfindiichkeit gegen Kratzer 
aufweisen, so dass bei einer unsachgemaBen Handhabung ein Verlust der Daten 
auch durch mechanische Beschadigung der Speichermedien auftreten kann. 
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Aufgabe der Erfindung ist es ein Speichermedium und ein damit verbundenes 
Verfahren zur Speicherung bzw. zum Auslesen von Daten bereitzustellen, welche 
eine besonders gute Sicherheit vor Datenverlust aufgrund mechanischer Oder 
Alterungsschaden zur Verfugung stellt und dariiber hinaus eine hohe Datendlchte 
zur Verfugung stellt. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch ein Speichermedium gelost, welclies 
ein dielektrisches, insbesondere scheibenformiges Speichermaterial umfasst, auf 
dem wenigstens einseitig ein Spendermedium fur Metallionen angeordnet oder 
anbringbar ist. Bei einem solclien Speichermedium l<ann es sich bevorzugt urn ein 
Glas, Insbesondere Rachglas handeln. 

Bei einem solchen Speichermedium besteht die IVI6gllch»<eit mittels Bestrahlung 
dieses Speichermediums durch elektromagnetische und/oder Tellchen-Strahlung, 
insbesondere mittels Laserstrahlung, eine zumindest lokale Dotierung des 
Speichermediums durch Metallionen hervorzurufen, die aufgrund der Bestrahlung 
und einer dadurch hervorgerufenen Enwarmung des Speicher- und 
Spendermediums von dem Spendermedium in das Speichermedium 
heriiberdiffendleren. 

Fur diese Art der Metallionendotierung werden bevorzugt Silber-, Gold-, Platin oder 
Kupferionen oder beliebige Kombinationen hieraus eingesetzt. Diese Metallionen 
kbnnen sich in einem Spendermedium beflnden, weiches zumindest einseitig auf 
dem Speichermedium bzw. Speichermaterial angeordnet oder anbringbar ist. 
wobei das Spendermedium auf beliebige Arten und Weisen auf dem dielektrischen 
Speichermaterial angebracht sein kann. Beispielsweise besteht die Moglichkeit das 
Speichermaterial durch eine metallionenhaltige Folie zu bekleben oder aber z.B. im 
Druckverfahren das Spendermedium auf das Speichermedium aufzubringen. 
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Somit kann das Spendermedium sowohl schon bei der Hersteilung des 
Speichermediums Oder auch spater durch einen Benutzer am Speichermedium 
angebracht werden. 

Insbesondere bei einer lokai begrenzten Bestrahlung des Speichermediums z.B. 
mittels einer fokussierten Strahlung, insbesondere mittels fokussierter 
Laserstraiilung, konnen an den Orten der lokalen Enwarmung lokal die IVIetallionen 
in lioiier Konzentration vom Spendermedium in das Speiciiermedium ubertragen 
werden, wo sich die IVIetallionen insbesondere oberflachennali anordnen. 

Vergliclien mit bekannten Speicfierverfahren, beispielsweise bei CDs Oder DVDs 
kann ebenso mit einem derart erfindungsgemaBen Speicliermedium eine 
Information in das dieiektrische Medium eingeschrleben werden, die 
erfindungsgemaB dann aus dern Fehlen oder Vorhandensein einer Ansammlung 
von IVIetallionen innerhalb des dielektrischen Speichermaterials besteht. Bei einer 
z.B. rotierenden Bewegung eines sclieibenfdnmigen Speicliermediums unter einem 
Sclireiblesestralil kQnnen die Informationen z.B. nachfolgend auf einer Spiralbahn 
in das Speicliermedium durchi lokale Dotierung eingebracht werden. 

Alleine schon die lokal eingebrachten Metallionen, wobei sich der lokale Bereich 
maBgeblich durch die FleckgroBe des Strahies im Speichermedium am Speicherort 
bestimmt, stellen eine Infomiation dar, da sich durch die lokale 
Konzentrationserhdhung an Metallionen der Brechungsindex des 
Speichermediums an dieser Stelle andert, so dass eine derart abgespeicherte 
Information auch auf einfache Art und Weise z.B. durch denselben Schrelbstrahl, 
gegebenenfalls mit einer anderen Intensltat ausgelesen werden kann, well es in 
Reflektion oder Transmission zu Phasenverschiebungen des Strahies im Bereich 
der gespeicherten Informationen kommt. 

Hier besteht durch mehr oder weniger starke Dotlenjng auch die M5gllchkeit, nicht 
nur digital Informationen, sondern auch analoge Informationen zu speichern, da die 
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Starke der Dotierung z.B. von der Intensitat und Dauer der Bestrahlung abhangig 
gemach warden kann. 

Die Ubertragung der Metallionen von dem Spendermedium in das 
Speicliermedium erfolgt bevorzugt in einem Tieftemperaturbereich, wobei dieser 
durch Temperaturen unterlialb der Transformationstemperatur des dielektrischen 
Materials, also z.B. eines Glases, gegeben ist. Hierbei ist die 
Transformationstemperatur z,B. eines Glases gegeben durch die Temperatur, bei 
der die elastischen Eigenscliaften des Glases in viskoelastische Eigenschaften 
iibergehen. Unterhalb dieser Grenztemperatur, die fiir Flachglas beispielsweise be! 
ca. 530 Grad Celsius liegt, konnen effektiv mit der oben beschrlebenen Methode 
l\^etaliionen in das dielektrische Medium, insbesondere ein Glas, dotlert warden. 

In einer weiteren Oder alternativen Ausfuhrung besteiit die Moglichkeit durch eine 
lokale Oder gleichmaBlge Temperaturerh5hung des dielektrischen 
Speichermateriales oberhalb der Transformationstemperatur eine Reduktion der im 
Speichermedium vorhandenen Metallionen zu metallischen Partikein 
durchzufuhren. Nach einer solchen Reduktion besteht dementsprechend die in das 
Metall eingeschriebenen Informationen aus berelchsweisen Anordnungen von 
metallischen Clustern mit insbesondere spharischer Gestalt innerhalb des 
Speichermediums. Auch durch diese metallischen Clusteranordnungen innerhalb 
des Speichermediums andern sich die optischen Eigenschaften des 
Speichermediums sowohl in Reflektion und Transmission z.B. durch Verfarbung, 
so dass auch diese Art der Speicherung fur eine langlebige Datenarchh^'erung 
verwendet werden kann, da sowohl die zuvor beschrlebenen 
Metallionenansammlungen als auch die Metallatomansammlungen langzeitstabil 
und im Wesentiichen unempfindlich gegen ubiichen alltaglichen Lichteinfall sind. 

Allgemein erfolgt die Reduktion der in einem Speichermaterial vorhandenen 
Metallionen durch eine Erhitzung des dielektrischen Materiales oberhalb der 
Transformationstemperatur, so dass diese Reduktion z.B. durch eine gleichmaBlge 
Erhitzung, d.h. Temperung des gesamten Speichermediums oberhalb dieser 
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Temperatur nach einerzuvor erfolgten lokalen Informationsubertragung In Form 
von Metallionen erfolgen kann. 

Alternativ ist es ebenso moglich die Speicherung von Informationen derart 
durchzufuhren, dass in einem ersten Prozess mittels einer elektromagnetischen 
Oder Teilchenbestrahlung die Metallionen aus einem Spendermedium lokal in das 
Speichermaterial ubertragen werden und dann in einem zweiten Verfahrensschritt 
durch Erhohung der Temperatur oberhalb der Transformationstemperatur, z.B, 
durch Erhohung der Bestrahlungsintensitat, die Metallionen zu Metallatomen 
reduziert werden. Dotierung und Reduzierung kann dementsprechend mit ein- und 
demselben Strahl, beispielsweise mit einem fokussierten Laserstrahl, erfolgen. 
Beide ProzeBschritte konnen z.B. unmittelbar nacheinander bei der Bestrahlung 
stattfinden, be! der das Speichermedium erwarmt wird, wobei unterhalb der 
Transformationstemperatur die Dotierung und nach Uberschreiten der 
Transformationstemperatur die Reduktion erfolgt. 

Unabhangig von dem zuvor beschriebenen Verfahren und Speichermedium 
besteht alternativ oder in Kombination mit dem zuvorgenannten die Moglichkeit ein 
Speichermedium zu verwenden, welches bereits eine insbesondere gleichmaBige 
Metallionendotierung aufweist, bei dem also die Metallionendotierung bereits im 
Herstellungsprozess des Speichermediums in dieses eingebracht wird. Bei einem 
solchen Speichermedium kann das Spendermedium, welches die Metallionen 
enthalt, in Entfall kommen oder zusatzlich verwendet werden. 

GemaB einem erfindungsgemaBen Verfahren mit einem solchen Speichermedium 
kann eine Speicherung der Informationen z.B. dadurch erfolgen, dass durch 
Bestrahlung, beispielsweise mit elektromagnetischer oder Teilchenbestrahlung, 
insbesondere mit Laserstrahlung, die z.B. gleichmaBig innerhalb des 
Speichermaterials vorhandenen Metallionen im Bereich der lokalen 
Strahlungszone in Metallpartikel und/oder Metallpartikelansammlungen uberfuhrt 
werden. Hierfiir ist im Wesentlichen sicherzustellen, dass durch die verwendete 
Strahlung im Bereich der gewiinschten Speicherzone eine lokale Erhitzung des 
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dielektrischen Spelchermaterlals oberhalb der Transformationstemperatur erfolgt 
Oder eine sonstige geeignete Energieubertragung stattfindet. 

Durch diese dann durchgefiihrte Reduktion der Metallionen zu Metallpartikein oder 
Metallpartikelansammlungen ergibt sich dementsprechend die bereits oben 
beschriebene Informationsspeicherung innerhalb des Speichermediums. 

Insbesondere in Glasern als dielektrische Speichermaterialien kann die 
stattflndende Reduktion oberhalb der Transformationstemperatur durch die 
ubiiohenweise innerhalb des Glases vorliegenden metallischen Oxyde, wie z.B. 
Eisenoxyd und Zinnoxyd erklart warden. Durch diese Im Glas vorkommenden 
Metalloxyde ergeben sich niederwertige Metallionen, die In der Lage sind die durch 
die zuvor beschriebenen Prozesse eingebrachten Metallionen zu oxydieren und 
somit als naturiich vorliegende Reduktionsmlttel zu wirken. Dieser Effekt ist 
insbesondere bei Flachglas signifikant, welches beisplelsweise auf einem Zinnbad 
ausgegossen wird und dementsprechend zumlndest auf einer Seite eine sehr hohe 
Zinnionenkonzentration aufweist. 



Neben der Moglichkeit die Reduktion durch glaseigene Reduktionsmlttel und lokale 
bzw. glelchmaBige Temperaturerhohung oberhalb der Transformationstemperatur 
durchzufuhren, besteht auch eine Moglichkeit zur Reduktion der Metallionen durch 
auBere Reduktionsmlttel. Insbesondere Silberionen konnen effektiv In einer 
Wasserstoffatmosphare durch die Difusion des Wasserstoffs In das Glas reduziert 
werden. Es besteht dementsprechend die Moglichkeit in einem Speichermedium, 
in welchem die Information durch lokale Metalllonendotierung vorliegt. durch 
anschlieBende Temperung in einer Wasserstoffatmosphare die lokalen 
lonenansammlungen in Metallpartikelansammlungen zu uberfuhren. 

Fur die Bestrahlung zur Erzielung der oben genannten Effekte einer lokalen 
Dotlerung bzw. lokalen Reduktion der Metallionen konnen beliebige 
Strahlungsarten zum Einsatz kommen, wie z.B. elektromagnetische Strahlung. 
insbesondere Laserstrahlung, Gamma-, Rontgen-, Materie-, lonen-Strahlung etc. 
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Fur das Schreiben und Lesen der Informationen mrttels eines Laserstrahls konnen 
bevorzugt C02-Laser wie auch Laser im sichtbaren Bereich, Insbesondere im 
blauen Wellenlangenbereich zum Einsatz kommen. Gerade durch die Bestrahlung 
eines Speichermediums mit COa-Laserstrahlung im langwelligen Infrarotbereicli 
konnen effektiv lokale Erwarmungen des Giases oder allgemein des dlelektrisciien 
Mediums erzeugt werden. Jedoch ist im Falle der Verwendung eines CO2- 
Laserstrahles die Informationsdichte durch die selir lange Welienlange begrenzt. 

Vorteilhafter ist die Venvendung kurzerwelliger l^serstraiilung, die eine holiere 
Informationsdichte eriaubt. beispielsweise Im biauen Wellenlangenbereich. Gerade 
dieser Wellenlangenbereich bietet sich in idealer Welse an, da zunachst durch eIne 
lokale Erhitzung des Materials Metallkelme, insbesondere Silberatomkeime, 
ausgebildet werden konnen aufgrund des voranbeschriebenen 
Reduktionsprozesses, wobei dann weiterhin nach der Bildung von insbesondere 
spharischen Metallpartikelkeimen eine Anhaufung von Metallatomen erfolgt. Die 
GroBe einer solchen Agglomeration kann insbesondere durch die 
Bestrahlungsdauer und -intensitat beeinflusst werden. 

Die Venwendung eines blauen Laserstrahles bietet sich vorliegend besonders an, 
da durch die Existenz des spharischen Metallpartlkels innerhaib des 
Speichermaterials eine optische Polarisation dieser Teilchen, d.h. die Anregung 
einer koiiektiven Schwingung der Leitungseiektronen gegeniiber den Atomrumpfen 
innerhaib der Metalipartikel hervorgerufen wird. Diese Kollektivschwingungen 
werden ais Oberflachenplasmonen bezeichnet, wobei sich Insbesondere fiir das 
Metall Silber im blauen Wellenlangenbereich Absorptionsresonanzen ergeben, so 
dass die Metallpartikelbildung auch durch eine Resonanzabsorption der blauen 
Welienlange durch eine solche Oberflachenplasmonenresonanz besonders effektiv 
durchgefuhrt werden kann. 



wo 2004/038713 




'CT/EP2003/008920 



8 



Durch eine derart resonanzerhohte Strahlungsabsorption kann dementsprechend 
nach der Reduktion von Metallionen zu einem Metallpartikelkeim ein solcher Keim 
zu einer groBen Metallpartikelansammlung effektiv anwachsen. 

Nach einer Speicherung gewunschter Informationen kann ebenfalls eine Loschung 
dieser Informationen nachtraglicii dadurcli erfolgen, dass das Speichermedium in 
besonderem MaBe erhitzt wird und sich somit eine statistische Verteilung der im 
Speichermaterlal vorhandenen Partikel einstellt, die keine weltere 
Informationswiedergabe ermoglicht. 

In einer bevorzugten Weiterbildung des erfindungsgemaBen Speichermaterials ist 
dieses zumindest elnseltig mit einer weiteren Materialschicht versehen, 
beispielswelse einem Polymer. Eine solche Materialschicht kann beispielsweise als 
Schutzschicht dienen. 

Alternativ oder erganzend zur Schutzfunktlon besteht weiterhin die Moglichkeit, 
dass die Materialschicht eine optisch funktionale Struktur aufweist. Beispielsweise 
kann in der Materialschicht eine Information vorgesehen sein, die zur FQhrung 
eines Schreiblesestrahles eingesetzt werden kann. Eine entsprechende 
Vorrichtung zum Beschreibung und zum Lesen der erfindungsgemaBen 
Speichermedlen kann dementsprechend einem Schreib- oder Lesestrahl, 
beispielsweise einem Laserstrahl, anhand der in der zusatzlichen Materialschicht 
vorhandenen Information uber die Oberflache des Speichermediums fiihren und 
hierbel Daten In das Medium durch die zuvor beschriebenen Prozesse 
einschreiben oder aber auch gespeicherte Daten auslesen. 

Da bei den zuvor beschriebenen Mogllchkeiten der lokalen oder auch 
gleichmaBigen Dotlerung eines dielektrischen Spelchermateriales mIt Metallionen 
diese Metallionendotierung wenigstens einseltig insbesondere oberflachennah im 
Speichermaterlal angeordnet 1st, empfiehlt es sich in einer bevorzugten 
Ausfuhrung, dass die Materialschicht, die als Schutzschicht und/oder als 
zusatzliche Informationsschicht dienen kann, auf derjenigen Oberflache des 
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Speichermediums angeordnet wird, die die oberfiachennahe IVletallionendotierung 
aufweist. Hierdurcli wird gleichzeitig ein effelctiver Scliutz dieser 
iVletallionendotierung in der Oberfi^che des Speichermateriais erreicht. 

Die Anordnung wenigstens einer weiteren Materialschicht auf einem 
Spelcliermaterial l<ann in bevorzugter Weise dadurcli erfolgen, dass das 
Speicliermedium wenigstens zwei miteinander verbundene Scheiben aufweist, von 
denen wenigstens eine ein Spelciiermaterial umfasst und eine andere eine oben 
bescliriebene Materialscliiclit ausbildet. Derartige Scheiben oder Schicliten 
l<6nnen in beliebiger Weise iibereinandergestapelt werden, so dass liierdurch aucli 
mehrsclilchtige Speicliermedien ausgebildet werden konnen, die eine 
Abspeicfierung von Informatlonen in verschiedenen tiefen Ebenen eriauben, 
Hierbei kann die entsprechende Schreib- oder Leseebene insbesondere durcli 
eine Verlagerung des Fokus der verwendeten Stralilung innerhalb des 
Speiciiermediums selektiert werden. 

Ein besonderer Scliutz ergibt sicli bel diesem Schiclitaiifbau aucli dadurcli. dass 
die funktionale Struktur in der Materialschicht auf der dem Speichermaterial 
zugewandten Seite dieser Materialschicht angeordnet ist. In Verblndung mit der 
oben beschriebenen bevorzugten Ausfuhrung konnen dementsprechend sowohl 
die oberflachennahe l\/ietallionendotierung als auch die gegebenenfalls funktionale 
Struktur in der Materialschicht einander direkt gegenuberliegen und somit 
innerhalb der beiden Materialien, d.h. einerseits der gegebenenfalls schutzenden 
Materialschicht und andererseits dem dielektrlschen Material eingekapselt sein. 
Durch diese innere Verkapselung ergibt sich ein besonders guter Schutz gegen 
mechanlsche Beschadigung sowohl der funktionalen Struktur als auch der 
innerhalb der Dotierungsschlcht abgelegten Information. 

Insbesondere fur ein vereinfachtes Auslesen der gespeicherten Information kann 
es vorgesehen sein, dass das Speichermedium eine Reflektionsschicht aufweist, 
die insbesondere an der Materialschicht, bevorzugt zwischen einer Materialschicht 
und einem Speichermaterial, angeordnet ist. Diese Reflektionsschicht kann 
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besonders vorteilhaft die funktionale Struktur, belspielsweise Fuhmngsspur fur ein 
Schreib- oder Leselaser, bedecken und so die Abtastung dieser funktionalen 
Struktur vereinfachen, wobei gleiclizeitig die Reflektionsscliiclit ein Auslesen der 
gespeicherten Information in einer Reflektionsanordnung ermoglicht. 

Ein Ausfiilirungsbeispiel der Erfindung ist in der naclifoigenden Figur nSlier 
eriautert. 

Die Figur 1 zeigt ein erfindungsgemaBes Speichermedium, welclies als Hybrid- 
Speichermedium bezeiclinet werden kann und aus einem ersten scheibenformigen 
sensitiven dotierten Qlas 1 und einer zweiten daruber in Laserstrahlriclitung iiinter 
dem Glas angeordneten Polymerscheibe 3 besteht. Die Glasscheibe 1 umfasst im 
Bereicli ilirer Oberflaclie 2 eine Metallionendotierung, die z.B. bereits beim 
Herstellungsprozess in das Glas in gleichmaBiger Form eingebracht wurde. 

Die Polymerscheibe 3 dient als ischutzscheibe fur die oberflSchennah angeordnete 
Metallionendotierung innerhalb der Glasscheibe 1 und tragt weiterhin auf ihrer der 
Glasscheibe 1 zugewandten Oberflache eine optisch funktionale Struktur in der 
Form einer Fiihrungsspur 4, die sich belspielsweise spiralformig bezuglich des 
Mittelpunktes der beiden Scheiben uber die gesamte innere Oberflache der 
Polymerscheibe 3 erstreckt. Die innere Oberflache der Polymerscheibe 3, die der 
die Metallionen enthaltene Oberflache 2 des Glases zugewandt ist, tragt weiterhin 
eine Reflektionsschicht 5, z.B. aus Aluminium, die sich gleichmaBig iiber die 
Polymerscheibe und die darin angeordnete funktionale Struktur erstreckt. 
Hierdurch wird eine besonders einfache Fuhmng eines Schrelbleselasers 6 In 
einer Reflektionskonfiguratlon, wie Sie belspielsweise auch von ubiichen CDs und 
DVDs bekannt ist, ennoglicht. 

Durch die Tatsache, dass sowohl die die Metallionendotierung aufwelsende 
Oberflache 2 des Glases als auch die die funktionale Struktur aufwelsende 
Oberflache der Polymerscheibe aufeinander zugewandt sind und auch die 
Reflektionsschicht im Inneren dieses Verbundes zu liegen kommt, ergibt sich ein 
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besonders guter Schutz gegen mechanische Beschadigung dieser drei 
Anordnungen. In einer Aufnahmevorrichtung zur Verwendung eines solchen 
erfindungsgemaBen Spelchemnedlums kann der hier dargestellte 
Schreiblaserstrahl 6 anhand der Fuhrungsspur 4 gefuhrt werden, so dass In elner 
Spiralform die gewiinschten Informationen innerhalb des Spelchemiedlums, d.h. 
im Bereich der Oberflache 2 der Glasscheibe 1 abgelegt werden konnen. 

Beim Durchgang des Schreiblaserstrahles durch die Glasschicht der 
Spelcherplatle 1 wird der Laserstrahl gebrochen und durch die vorgeschaltete 
Optik so abgestimmt, dass der Fokus In der gewiinschten Schreibebene, d.h. nahe 
der Oberflache 2 des Speichermedlums 1 zu llegen kommt. Bevorzugt bildet die 
Glasoberflache an der Kontaktstelle zum Polymer, d.h. an der Reflektionsschicht, 
die gewunschte Schreibebene. Es besteht ebenso die Moglichkelt diese 
Schreibebene mehr In das Innere der Glasscheibe 1 zu verlegen. 

Durch die lokale Erhitzung des Speichermedlums 1 Im Bereich der Schreibebene 
vollzieht sich der oben beschriebene Reduktlonsprozess, so dass die glelchmaBig 
vorliegenden Metallionen lokal im Bereich der Erhitzung reduzlert werden und 
hierdurch die Information Im Speichermedlum abgelegt wIrd. Insbesondere bei 
dieser Konfiguration ergibt sich durch die Reduktion der Metallionen zu 
Metallpartikein eine Farbung des Glases im Bereich des Fokus. die dann in 
Reflektion oder Transmission in einfacher Weise zum wiederholbaren Auslesen 
der abgelegten Information venwendet werden kann. 



Aufgrund der Unempflndllchkeit sowohl der Metallionen als auch der Metallpartlkel 
nach der Reduktion ergibt sich eine besonders gute LangzeltstabHltat, die die 
Stiblitat ubilcher farbstoffbaslerter Spelchermedien bei weltem uberschreitet. 
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Patentanspruche 



1 . Speichermedium zur Speicherung von Informationen/Daten dadurch 
gekennzeichnet, dass das Speichermedium ein dielektrisches, insbesondere 
schelbenformiges, Speichermaterial (1) umfasst auf dem wenigstens einseitig 
Bin Spendermedium fur Metallionen angeordnet oder anbringbar ist, wobei 
durch Bestrahlung des Speichermediums, insbesondere mit Laserstrahlung (6), 
Metallionen vom Spendermedium in das Speichermaterial (1) ubertragbar sind, 

2. Speichermedium zur Speicherung von Informationen/Daten, insbesondere nach 
Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass das Speichermedium ein 
dielektrisches, insbesondere scheibenformiges, Speichermaterial (1) umfasst, 
welches eine zumindest lokale Metallionen-Dotierung aufweist, wobei durch 
Bestrahlung, insbesondere mit Laserstrahlung (6), die Metallionen in 
Metallpartikel und/oder Metallpartikelansammlungen uberfiihrbar sind. 

3. Speichermedium nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass es 
sich bei dem Speichermaterial (1) um Glas handelt, 

4. Speichermedium nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Metaliionendotierung wenigstens einseitig 
oberflachennah im Speichermaterial (1) angeordnet ist. 

5. Speichermedium nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Metalldotierung mit Silber- und/oder Gold- und/oder 
Platin- und/oder Kupferionen ausgefiihrt ist 

6. Speichermedium nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass auf dem Speichermaterial (1) wenigstens einseitig eine 
Materialschicht (3), insbesondere aus Polymer, angeordnet ist. 
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7. Speichermedium nach einem der vorherigen AnspruchGi dadurch 
gekennzeichnet, dass die Materialschicht (3) eine optisch funktionale Struktur 
(4) aufwelst, die insbesondere eine Information zur Fuhrung eines Schreib- 
/Lese*Strahles (6) bitdet. 

8. Speicliermedium nach einem der vorlierigen Anspruche, dadurch 
gekennzeichnet, dass es wenigstens zwei miteinander verbundene Scheiben 
(1,3) aufweist, von denen wenigstens eine ein Speidiermaterial (1) umfasst und 
eine andere eine IVlaterialschiclit (3) ausbildet. 

9. Speidiermedium nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine oberflachennahe Metailionen-Dotierung auf der 
der Materialschicht (3) zugewandten Seite eines Speichermateriales (1) 
angeordnet ist, 

1 0. Speichermedium nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die funktionale Struktur (4) in der Materialschicht (3) auf 
der einem Speichermaterial (1) zugewandten Seite angeordnet ist. 

11 . Speichermedium nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass es eine Reflexionschicht (5) aufweist, die insbesondere 
an der Materialschicht (3), bevorzugt zwischen der Materialschicht (3) und dem 
Speichermaterial (1) angeordnet ist. 

1 2. Speichermedium nach einem der vorherigen Anspriiche, dadurch 
gekennzeichnet, dass die gespeicherten Informationen/Daten aus einer 
raumllchen Anordnung von Spelchermaterlalbereichen mit und ohne 
Metallpartikeln/Metallionen besteht. 
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13. Verfahren 2um Speichern und/oder Lesen von Daten mit einem 
Speichermedium, insbesondere nach einem der vorherigen Anspruche, 
dadurch gekennzeichnet, dass mittels Bestrahlung des Speichermediums/- 
materials durch elektromagnetische und/oder Teilchen-Strahlung, insbesondere 
mittels Laserstrahlung (6), eine Dotierung des Speicliermediums/-materials (1) 
durch Metallionen von einem auf dem SpeichermediumZ-material (1) 
angeordneten Spendermedium durcligefuhrt wird. 

14. Verfahren zum Speichern und/oder Lesen von Daten mit einem 
Speichermedium, insbesondere nach einem der vorherigen Anspruche 
dadurch gekennzeichnet, dass mittels Bestrahlung des Speichermediums/- 
materials (1) durch elektromagnetische und/oder Teilchen-Strahlung, 
insbesondere mittels Laserstrahlung (6), in einem zumindest lokal mit 
Metallionen dotierten dielektrischen Speichermaterial (1) durch lokale 
Metallpartikelbildung aus Metallionen eine Information im Speichermaterial (1) 
gespeichert wird und/oder eine gespeicherte Information durch Abtastung des 
Speichermaterials (1) mit der genannten Strahlung in Transmission und/oder 
Reflexion ausgelesen wird. 

15. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Schreiben und Lesen der Informationen mit einem Laserstrahl (6) im 
sichtbaren Spektralbereich, insbesondere im blauen Wellenlangenbereich 
erfolgt. 

16. Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bildung von Metallpartikein und/oder Metallpartikelansammlungen in 
einem ersten Schritt bei Bestrahlung durch thermisch induzierte Bildung von 
Metallpartikelkeimen durch Reduktion von Metallionen erfolgt und in einem 
zweiten Schritt ein Wachstum der Metallpartikelkeime zu elner 
Metallpartikelansammlung durch resonanzerhohte Strahlungsabsorptlon, 
insbesondere aufgrund einer Oberfiachenplasmonenresonanz, erfolgt. 
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17.Verfahren nach einem der vorherigen Anspruche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Loschung der gespeicherten Informationen/Daten durch eine 
Erhitzung des Speichermediums (1), erfolgt 
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